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(§j) Monolithisch integrierte Schaltungsanordnung 

Es wird eine in Standard-Bipolar-Planartechnologie aus- 
getuhrte, ein elektronisches Gerat bildende monolithisch 
integrierte Schaltungsanordnung vorgeschlagen. bei der die 
Isolierungsdiffusionszonen aus einer unteren und einer obe- 
ren Isolierungsdiffusion bestehen. Die monolithisch inte- 
grierte Schaltungsanordnung besteht aus einem ersten 
Schaltungsteil (1), vorzugsweise einem Leistungstetl, mit 
einem ersten Bezugspotential (G,) und einem zweiten Schal- 
tungsteil (2), vorzugsweise einem Steuerteil, mit einem zwei- 
ten Bezugspotential (G 2 ). Beim ersten Schaltungsteil (1) ist 
die Isolierungsdiffusion (131 , 141 ) mit dem ersten Bezugspo- 
tential (Gt) verbunden. Damit ist das Substrat (10; 101, 102) 
der gesamten monolithisch integrierten Schaltungsanord- 
nung an dieses erste Bezugspotential (G t ) angeschlossen. 
■ Der zweite Schaltungsteil (2) ist vom Substrat (10; 101, 102) 
f 'soliert durch die Leitschichtdiffusionszone (122) und die 
untere Isolierungsdiffusionszone (132), die sich beide Goer 
den gesamten zweiten Schaltungsteil (2) erstrecken. Die Iso- 
lation der Schaltungselemente untereinander gescbieht 
beim zweiten Schaltungsteil (2) durch die obere Isolierungs- 
diffusion (142a, 142b), die mit der unteren durchgehenden 
Isolierungsdiffusionszone (132) einzelne Wannen fur diese 
Schaltungselemente bildet und mit dem zweiten Bezugspo- 
tential (G 2 ) verbunden ist (Figur2). 


FIG. 2 
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I. In Standard- Bipolar- Planartechnologie ausge- 
fuhrte, ein elektronisches Gerat bildende monoli- 
thisch integrierte Schaltungsanordnung mit einem 
einkristallinen Halbleitersubstrat (10) geringerer 
Storstellenkonzentration eines ersten Leitfahig- 
keitstyps, mit einer auf dem Halbleitersubstrat (10) 
aufgewachsenen Epitaxiaischicht (11) geringerer 
Storstellenkonzentration eines zweiten, entgegen- 
gesetzten Leitfahigkeitstyps, mit einer im Grenzbe- 
reich zwischen Halbleitersubstrat (10) und Epitaxi- 
aischicht (11) angeordneten, einzelne voneinander 
getrennte Zonen aufweisenden Leitschichtdiffusion 
(12) mit dem Leitfahigkeitstyp der Epitaxiaischicht, 
aber hoherer Storstellenkonzentration, mit einer 
unteren (13) und einer oberen (14) Isolierungsdiffu- 
sion vom Leitfahigkeitstyp des Substrats, aber er- 
hohter Storstellenkonzentration zur Bildung elek- 
trisch gegeneinander isolierter Wannen im Bereich 
der Epitaxiaischicht (11), wobei die untere Isolie- 
rungsdiffusion (13) im unteren Bereich der Epitaxi- 
aischicht (It) und die obere Isolierungsdiffusion 
(14) im verbleibenden, sich bis an die Halbleiter- 
oberflache erstreckenden Bereich der Epitaxiai- 
schicht (11) angeordnet ist dadurch gekennzeich- 
net, daB ein erster, mit einem ersten Bezugspotenti- 
al (Gi) arbeitender Schaltungsteil (1) und ein zwei- 
ter, mit einem zweiten Bezugspotentia! (ft) arbei- 
tender Schaltungsteil (2) vorgesehen sind, dafl das 
erste Bezugspotential (ft) in an sich bekannter 
Weise entweder unmittelbar oder mittelbar an das 
Substrat (10; 101, 102) der monolithisch integrierten 
Schaltungsanordnung angeschlossen ist, wobei im 
zuletzt genannten Falle das erste Bezugspotential 
(Gi) mit einer oberen Isolierungsdiffusionszone 
(141) des ersten Schaltungsteils (1) elektrisch lei- 
tend verbunden ist, die mit einer unteren Isolie- 

schicht (111) in an sich bekannter Weise eine zu- 
sammenhangende, als Isolierwand wirkende Diffu- 
sionszone bildet, die sich in vertikaler Richtung von 
der Halbleiteroberflache bis zum Substrat (10, 101) 
erstreckt, und daB im Bereich des zweiten Schal- 
tungsteils (2), der mit dem zweiten Bezugspotential 
(G2) arbeitet, 

a) die Leitschichtdiffusion (122) und die untere 
Isolierungsdiffusion (132) jeweils eine einzige, 
zusammenhangende Zone bilden, wobei diese 
beiden Zonen (122, 132) sich ganzflachig aber 
den gesamten vom zweiten Schaltungsteil (2) 
eingenommenen Bereich erstrecken, die Leit- 
schichtdiffusionszone (122) in horizontaler 
Richtung aber allseitig uber die untere Isolie- 
rungsdiffusionszone (132) hinausragt, 

b) die untere Isolierungsdiffusionszone (132) in 
einen oberen, der Epitaxiaischicht (112) zuge- 
wandten Teilbereich der Leitschichtdiffusions- 
zone (122) derart eingebracht ist, daB sie durch 
den verbleibenden unteren Teilbereich der 
Leitschichtdiffusionszone (122) vom Substrat 
(10, 102) vollstandig abgetrennt ist, 

c) die obere Isolierungsdiffusion mindestens 
annahernd vertikal verlaufende Isolierwande 
(142a, 142f>) innerhalb der Epitaxiaischicht 
(112) bildet, die sich bis zu der horizontal ver- 
laufenden unteren Isolierungsdiffusionszone 
(132) erstrecken und mit dieser einzelne Iso- 
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lierwannen fur die einzelnen Schaltungsele- 
mente (r t2l Tn) des zweiten Schaltungsteils (2) 
bilden, 

d) das zweite Bezugspotential (ft) an minde- 
stens eine Zone (142a) der oberen Isolierungs- 
diffusion des zweiten Schaltungsteils (2) ange- 
schlossen ist 

2. Monolithisch integrierte Schaltungsanordnung 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
dem zweiten Schaltungsteil (2) zugeordnete Leit- 
schichtdiffusionszone (122) an ihrem Qber die unte- 
re Isolierungsdiffusionszone (132) hinausragenden 
Teil uber eine Kollektortiefdiffusionszone (212) mit 
der Halbleiteroberflache verbunden ist 

3. Monolithisch integrierte Schaltungsanordnung 
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die 
mit der Leitschichtdiffusionszone (122) des zweiten 
Schaltungsteils (2) verbundene Kollektortiefdiffu- 
sionszone (212) an der Halbeiteroberflache kontak- 
tiert und an ein festes oder variables Potential an- 
geschlossen ist 

4. Monolithisch integrierte Schaltungsanordnung 
nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet daB der erste Schaltungsteil (1) einen Lei- 
stungsteil und der zweite Schaltungsteil (2) einen 
Steuerteil bildet 

Beschreibung 


Stand der Technik 


Die Erfindung betrifft eine in Standard-Bipolar-Plan- 
artechnologie ausgefuhrte, ein elektronisches Gerat bil- 
35 dende monolithisch integrierte Schaltungsanordnung 
nach der Gattung des Hauptanspruchs. 

Es sind bereits monolithisch integrierte Schaltungsan- 
ordnungen dieser Art bekannt geworden, bei denen die 

40 Zonen aufweist, die jeweils einem einzigen oder einer 
Gruppe von Schaltungselementen zugeordnet sind und 
den Kollektor-Bahnwiderstand der genannten Schal- 
tungselemente erniedrigen. Diese MaBnahme ist beson- 
ders dann vorteilhaft, wenn die genannten Schaltungs- 

45 elemente Leistungselemente sind, bei denen der Kollek- 
tor-Bahnwiderstand eine wesentliche Rolte spiett 

Bei monolithisch integrierten Schaltungsanordnun- 
gen sind die einzelnen Schaltungselemente oder Grup- 
pen mehrerer Schaltungselemente von anderen Schal- 

so tungselementen durch Isolierwande getrennt, die sich 
innerhalb der Epitaxiaischicht vom Substrat bis an die 
Halbleiteroberflache erstrecken und bei den gattungs- 
gem^Ben monolithisch integrierten Schaltungsanord- 
nungen jeweils aus einer unteren und einer oberen Iso- 

55 lierungsdiffusionszone zusammengesetzt sind 

In Standard-Bipolar-Planartechnologie ausgefuhrte 
monolithisch integrierte Schaltungsanordnungen, bei- 
spielsweise solche nach der Gattung des Hauptan- 
spruchs, zeichnen sich dadurch aus, daB sie mit einem ffir 

60 alle Schaltungselemente gemeinsamen Bezugspotential 
— in der Regel Massepotential — arbeiten, das an das 
Substrat angeschlossen ist Dies ist insbesondere dann 
nachteilig, wenn die monolithisch integrierten Schal- 
tungsanordnungen elektronische Ger&te mit einem 

65 Steuerteil und einem Leistungsteil enthalten, weil dann 
eine Koppiungder Bezugspotentiale von Steuerteil und 
Leistungsteil vorliegt Dadurch kann es zu Fehlfunktio- 
nen durch ParasitSreffekte kommen, wenn Potentialun- 
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terschiede, die grSBer als eine DiodennuBspannung sind. ,3. die sich im un teren Teil L Epitaxialschich, 1 , befin- 

det und sich bis in das Substrat 10 hinein erstreckt, und 
Vorteile der Erfindung '^^"f^^ion 14. die sich im verblei- 

ng ***** Bereich der Epitaxialschicht 1 1 beflndet und sich 

Die erfindungsgemaBe monolithUrh int^» rt 5 - , a 'l- f Halble.teroberflache erstreckt, wo die Epita- 
Schaltungsanordnung mTder rSSSjKT? t^^ 1 * 1 mit einer Siliziumdioxidschicht 17 bedeckt 
malen del HauptansprSs hat SemgSber den v£" ESZS*? Transistor ? n 71 Und * sind * 
teil. dafl zwei Schaltungsteile mifSSSES^T' y' rt,kal . t '? ns,sto .^ ausgebildet Ihre p-leitenden Basis- 
ten Bezugspotentialen gebUde weS die If^Z ^ onen . s '"d jeweils mit 13. ihre n-teitenden Emitterzo- 
mehr als eine DiodenfluBspann^ 10 J"* •""e.chneUndiezwjschendenbeidenTran- 

scheiden konnen, so daB eeeensehiire 1 SSSSL. ^' * an g eordne «e P+-leitende Isolierwand 13, 

der beiden SchLngs^.e 8 dSdTSMSSS?!? £25!? t ^"T^**- her eine H eitende 
geschlossen sind. Das mit dem tnmB^^^M u 9auS eindiffundiert. die sich seitUch 

verbundene Substrat und die mi? dS iSSJSSS? , , o£ZSS «• " hinaus erstreckt 

potential verbundene untere Isolier^gSusioSone Z ^ ,9 ,St in d * SUiziumdtoxidschicht 17 

abhangig, da jeweils eine in Sperrichtung Slbe^e !SS2 " fre,ge ^ ten Bereich ^r Halbleiter- 

Diode die Beeinflussung verhinderU De -pSmSES? 2^ ^a 1 "^" metalhscher AnschluBkonukt 20 auf- 

schied zwischen den beiden B«S»JSH£SS* 8 ^ £1 d,eSe " Anschl «Bk°ntakt 20 ist das Bezugs- 

^'««^dKSper npa n aa JSSSb^^ M T"" 1 Gder monolimis * integrierten SchaltungsL 

In™^l,eide^„dfeR,2ti3SSSS5SS: a23 V r UB i We r M «W«W. angeschlossen. 
den beiden Bezugspotentialen hohe HuXLE™ AlternaUv kann .das Bezugspotential G auch an die Un- 

aufweisen. konnen die g^SSiTSlSirK SU ^7 V° an * eSChlOSSen Sein - In dies «" 

odenalsParasitartransistorwirken. geSCha,teten ^ J* y o " e ' lhaf < d ! ese ™t einer (nicht 

Dieser mSglicherweise auftretende Stdreffekt wird T* esteilten ) durchgehenden Metallisierung zu verse- 

aber mit einer monolithisch integrierten Schaltiin« an ir •> 

ordnung. die auBer den MerknSS ?Z ZS 1 iJ^mJXT" Teil * hnitt ^ erfin(tan P«™ a . 

zusatzlich noch die Merkmale der Unter^S * Der reXJ ' nteg " erten Schaltungsanordnung. 
•^3auJweist.volht^|^tigt.d.einES^e« ™ I eL? •, " 1 £? eM * Bete Schaltungsteil, der als 

des Parasitartransistors nicht mehr erfSJTwlSJa. S z ll • , r Und .'? it einCm ers,en Be " 

die dem zweiten Schaltungsteil zuglordnete Leit EES, ents P r,cht in "i"em Aufbau 

schichtdiffusionszone angescLssene PmS hinre ' a ^""""J" 0 " 0 '""'"* integrierten Schaltungsan- 

chend groB gewahlt wird S ° mOSsene Potemial hm ™- ordnung nach F.g. 1. Demzufolge sind in Rg. 2 fur den 

Der erste Schaltungsteil kann vorteilhaft ein^n i -1 Scnaltun S s «'l 1 die Bezeichnungen aus Fig. 1 

hangt^ die darauf hinweist, daB die betreffende Zone 
Zeichnung der betreffend e Teil sich im Schaltungsteil 1 befin- 

Anhand der Zeichnung wird die Erfindung naher er- 4 ° deXSu.nif.^S^ Scha ' tungsteil der *g. 2. 
lautert Es zeigen: B „ er Steu erteil ausgebildet ist und mit einem zweiten 

F,g. 1 einen Teilschnitt durch eine bekannte monoli- sSS. Vf ^ arbe "!S' st gegenuber dem rechten 
thisch integrierte Schaltungsanordnung ^ g •, e '' , / bg f, wandelt - Aus Grfinden der Ober- 

F,g. 2 einen Teilschnitt durch ein Auffuhrungsbeisoiel « SSS" S, " d f^" vertretend fur d « gesamten lin- 
einer erfindungsgemaBen monoU^ta^SnSSS ^" ^f 16 ' 1 2 " u u r wei Transistoren T I2 und 7b 
Schaltungsanordnung. no »miscn integrierten gezeichnet Urn auch hier die Zuordnung in den Be- 

zeichnungen emdeutig herzustellen, sind fur den linken 

Beschreibung der Erfindung SJiSlf 1 2 f ? g ' eich ° der ahn,ich wirkende Teile 

g w.eder die Bezeichnungen aus Fig. 1 Qbernommen wor- 

In Rg. 1 ist ein Teilschnitt einer bekannten in Sr an " £V edoc J.. lst an diese Bezeichnungen hier die Kennzif- 
dard-Bipolar-Planartechnologie ausgefohrten Z eiek-" weist 8 "* ^ ""^ * 

sSEZSSZSfiS^^ J^Bereich des linken Scha.tungsteils 2 b iW en die 

strat aus einkristallinem Silizium ist mit iSh^ Leitschichtd^usionszone 122 und die untere Isolie- 

Auf dem Substrat 10 ist eZ n- lei en2e E D 1tS 55 ™ ng ^ ,ffus ' on «°ne 132 jeweils eine einzige. zusam- 
schicht 11 aufgewachsen. Im GrenSS* zwLchen kT^f^n-T ^J**™ Z ° ne " 122 " «2erstrek- 
dem Substrat 10 und der Epitaxialschich 11 befinden SchZSif"^ 6 ^ den geSam,en ' vom linke « 
s.ch un dargestellten Teilschnitt zwei n " e tende Lek SS?? ^ 2 elngenomme "e" Bereich. Die Leit- 

- 

Te.lschn.tt mnerhalbder Epitaxialschicht " 35 d- Id Sfir^-T de, ?. Substral ,0 : 10 L «>2 elektrisch von- 
tende Isolierwandevorgesehen-DieseSerwan^ S ^ft j?*^ ^ SpezieUe A «^ d n«ng der Zonen 

jewels gebildet aus einer unteren SuSffu S io2 SSJS?^^ . Aufeinande rf<>'ge i" vertikaler 

ungsairiusion Richtung ergibt sich fertigungstechnisch dadurch. daB. » : 
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5 6 

bevor man die Epitaxialschicht U ; 1 1 1, 1 12 auf das Sub- dieses Potential hinreichend groG gew&hlt ist 

strat 10; 101, 102 aufwachsen laBt, in das Substrat 10; 

101, 102 zuerst die Leitschicht 12; 121, 122 und dann - 

in einem zweiten Diffusionsschritt — die untere Isolie- 

rungsdiffusion 13; 131, 132 eingetrieben wird und nicht 5 

in umgekehrter Reihenfolge. 

Im Bereich des iinken Schaitungsteils 2 bildet die obe- 
re Isolierungsdiffusion vertikal veriaufende Isolierwan- 
de 142a, 1426 inner halb der Epitaxialschicht 112, die sich 
bis zu der horizontal verlaufenden unteren Isolierungs- 10 
diffusionszone 132 erstrecken. Die Isolienvande 142a, 
1426 bilden somit mit der ffir den gesamten Iinken 
Schaltungsteil 2 gemeinsamen durchgehenden unteren 
Isolierungsdiffusionszone 132 Isolierwannen, die die 
einzelnen Schaltungselemente des Iinken Schaltungs- is 
teils 2, im dargestellten Teilschnitt die Transistoren T u> 
Tn, elektrisch voneinander isolieren. DarOber hinaus ist 
durch die am Rande des Schaitungsteils 2 liegende Iso- 
lierwand, die mit 142a bezeichnet ist und den ganzen 
Schaltungsteil 2 ringformig umschlieBt, eine elektrische 20 
Isolierung gegenuber der Umgebung gegeben. Die Zo- 
nen 132, 142a und 122 des Iinken Schaitungsteils 2 bilden 
auf diese Weise zusammen mit dem Substrat 10; 101, 102 
und zusammen mit den auBerhalb des Iinken Schai- 
tungsteils 2 befindlichen und dieses ringformig urn- 25 
schlieBenden, als Isolierwand wirkenden Isolierungsdif- 
fusionszonen 131, 141 zwei gegensinnig zueinander in 
Reihe geschaltete Sperrschichtdioden D u A. Die links 
neben dem Schaltungsteil 2 im Schnitt gezeichneten Zo- 
nen 131 und 141 sind also Bestandteil der den Schal- 30 
tungsteil 2 ringformig umschlieBenden Isolierwand und 
konnen als zum rechten Schaltungsteil 1 gehdrend be- 
trachtet werden, wenn der Schaltungsteil 1 den Schal- 
tungsteil 2 allseitig umgibt 

In die am Rande des Iinken Schaitungsteils 2 liegende 35 
obere Isolierungsdiffusionszone 142a, die eine einzige, 
zusammenhangende, ringformige Zone, die den Schal- 
tungsteil 2 nach auBen abschlieBt, bildet, ist von der 


Basismaterial eindiff undiert Ober der Zone 192 ist in die 40 
Siliziumdioxidschicht 172 ein Kontaktfenster eingeatzt, 
in dem sich ein metallischer AnschluBkontakt 202 befin- 
det An diesen AnschluBkontakt 202 ist das Bezugspo- 
tential Ch des Iinken Schaitungsteils 2 angeschlossen. 
Das Bezugspotential Gz darf sich vom Bezugspotential 45 
G\ des rechten Schaitungsteils 1 urn mehr als eine Dio- 
denfluBspannung unterscheiden. Der Potentialunter- 
schied der beiden Bezugspotentiale G\ und G kann 
maximal die Sperrspannung der Sperrschichtdioden D\ t 
Eh betragen. so 

Die dem iinken Schaltungsteil 2 zugeordnete Leit- 
schichtdiffusionszone 122 ist an ihrem Ober die untere 
Isolierungsdiffusionszone 132 hinausragenden Teil Qber 
eine n + -leitende Kollektortiefdiffusionszone212 mit der 
Halbleiteroberfiache verbundea Auf diese Weise wird 55 
durch die Zonen 122 und 212 eine den gesamten Iinken 
Schaltungsteil 2 umgreifende Zusatzwanne aus n + -Ma- 
terialgebildet. 

In Fallen, bei denen die Potentialdifferenzen zwischen 
den beiden Bezugspotentialen Gi und ft hphe Flan- eo 
kensteilheiten aufweisen, kdnnen die beiden gegenein- 
ander geschalteten Sperrschichtdioden Di und Eh als 
Parasitartransistor wirkea Dieser Storeffekt kann voll- 
standig verhindert werden, wenn die aus den beiden 
Zonen 122 und 212 gebildete Zusatzwanne an der ring- 65 
fdrmigen Zone 212 kontaktiert und an ein festes oder 
variables Potential angeschlossen wird, da ein Einschal- 
ten des Parasitlrtransistors nicht mehr erfolgt, wenn 
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